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について検討するために、Sb 導入および積層成長によって高密度化された InAs 量子ドット
の熱処理を行い、量子ドットの発光特性や構造の観察を行った。Sb を導入した InAs 量子ド
ットにおいては下地 GaAs 層に Sb を導入することで発光波長のブルーシフトが抑制される
ことが分かり、下地 GaAs 層の GaAsSb 化による歪緩和効果によって InAs/GaAs buffer 層
界面での相互拡散が抑制されたものと考えられる。また InAs 量子ドットの歪量を抑えたサ
イズの小さい量子ドットにおいては、熱処理によってブルーシフトを抑制し拡散しにくい構
造であることと、PL スペクトルを狭線化することがわかった。さらに積層 InAs 量子ドット
においては、単層の InAs 量子ドットに比べて発光波長のブルーシフトが抑制され、ドット
の横方向だけでなく縦方向にも拡散が進んでいることがわかった。Sb 導入および積層成長に
よる高密度化は InAs 量子ドットへかかる歪も制御することができ、熱処理による量子ドッ
トの発光波長のブルーシフトも制御されることがわかり、デバイス化に向けて熱的に安定な
構造を作製するためにも有効な手法であると言える。 
 
